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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月2日(2015.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウム－イオン電池（ＬＩＢ）電極構成要素を形成する方法であって、
　少なくとも１つの基材構造を提供することと、
　複数のナノ構造を前記少なくとも１つの基材構造の１つ又は複数の表面に直接電気化学
形成することと、を含み、前記ナノ構造が成長テンプレートなしに電気化学析出により形
成されて前記基材構造に電極構成要素を提供する、方法。
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【請求項２】
　前記ナノ構造が、シリコン（Ｓｉ）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ナノ構造が、シリコン－銅（Ｓｉ－Ｃｕ）及び／又はシリコン－ニッケル（Ｓｉ－
Ｎｉ）金属間化合物を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ナノ構造が、スズ（Ｓｎ）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの集電体基材構造が、少なくとも１つの銅（Ｃｕ）構造及び／又は
少なくとも１つの黒鉛構造を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記基材構造が、黒鉛を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの基材構造を提供するステップが、黒鉛粉末を黒鉛構造又は有孔性
Ｃｕ構造に被覆することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの基材構造を提供するステップが、複数の黒鉛粒子を含む黒鉛粉末
を２つ以上の有孔性Ｃｕ構造間に堆積することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数のナノ構造を、前記少なくとも１つの基材構造の前記１つ又は複数の表面に直
接電気化学形成し、前記ナノ構造が前記少なくとも１つの基材構造の前記１つ又は複数の
表面と物理的に直接接触する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ナノ構造が少なくとも１つの活物質を含むナノ結晶であり、前記ナノ結晶が、電気
化学析出により形成された直後に高度に結晶質のナノ結晶として形成され、したがって前
記ナノ結晶の前記結晶質構造を達成するために、電気化学析出後にさらなる処理が不要で
ある、請求項１に記載の方法。
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